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Exercice E5.1: diode Schottky
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Depletion layer:

1 270W nm

3 3W nm

La jonction subit l’effet tunnel et devient un contact ohmique

La jonction Al / N-Si:

diode Schottky

La jonction Al / N+-Si:

16 310DN cm 

20 310DN cm 

Largeur de la zone de déplétion
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Résistance de la diode Schottky:

Résistance du contact ohmique:
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Calcul des résistances
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PAB Diminuer la résistance en série 

Schottky Ohmique
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Schottky OhmiqueOhmique
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